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Avant-propos national

Cette Norme Européenne EN 61000-4-6:2009 a été adoptée comme Norme
Luxembourgeoise ILNAS-EN 61000-4-6:20009.

Toute personne intéressée, membre d'une organisation basée au Luxembourg, peut
participer gratuitement a ['élaboration de normes luxembourgeoises (ILNAS),
européennes (CEN, CENELEC) et internationales (1SO, IEC) :

- Influencer et participer a la conception de normes
- Anticiper les développements futurs
- Participer aux réunions des comités techniques

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

CETTE PUBLICATION EST PROTEGEE PAR LE DROIT D'AUTEUR
Aucun contenu de la présente publication ne peut étre reproduit
ou utilisé sous quelque forme ou par quelque procédé que ce
soit - électronique, mécanique, photocopie ou par d'autres
moyens sans autorisation préalable !
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Avant-propos
Le texte du document 77B/571/FDIS, future édition 3 de la CEI 61000-4-6, préparé par le SC 77B,
Phénoménes haute fréquence, du CE 77 de la CEIl, Compatibilité électromagnétique, a été soumis au
vote paralléle CEI-CENELEC et a été approuvé par le CENELEC comme EN 61000-4-6 le 2009-03-01.
Cette Norme Européenne remplace la EN 61000-4-6:2007 + corrigendum ao(t 2007 + 1S1:2009.

Les dates suivantes ont été fixées:

— date limite a laquelle la EN doit &tre mise en application
au niveau national par publication d'une norme
nationale identique ou par entérinement (dop) 2009-12-01

— date limite a laquelle les normes nationales
conflictuelles doivent étre annulées (dow) 2012-03-01

L'Annexe ZA a été ajoutée par le CENELEC.

Notice d’entérinement

Le texte de la Norme internationale CEl 61000-4-6:2008 a été approuvé par le CENELEC comme Norme
Européenne sans aucune modification.

Dans la version officielle, ajouter dans la Bibliographie les notes suivantes pour les normes indiquées:

CEI 61000-4-3 NOTE Harmonisée comme EN 61000-4-3:2006 (non modifiée).
CISPR 16-1-2 NOTE Harmonisée comme EN 55016-1-2:2004 (non modifiée).
CISPR 20 NOTE Harmonisée comme EN 55020:2007 (non modifiée).
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Annexe ZA
(normative)

Références normatives a d'autres publications internationales
avec les publications européennes correspondantes

Les documents de référence suivants sont indispensables pour I'application du présent document. Pour
les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la derniére édition
du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NOTE Dans le cas ou une publication internationale est modifiée par des modifications communes, indiqué par (mod), I'EN / le HD
correspondant(e) s'applique.

Publication Année Titre EN/HD Année
CEI 60050-161 2 Vocabulaire Electrotechnique International - -
(VEI) -

Chapitre 161: Compatibilité électromagnétique

R Référence non datée.
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